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【はじめに】固体中の単一発光源（SPS）の有するスピンや発光を制御することで、量子コンピュ
ーティングやフォトニクスを実現しようという試みが行われている。有名なものに、室温におい
ても長いスピンコヒーレンス時間が期待されるダイヤモンド中の負に帯電した窒素-空孔（NV-）
がある[1]。しかし、ダイヤモンドは大口径・高品質な基板の成長が困難、さらに、NV-の生成収
率の向上といった課題があるのも事実である。一方、炭化ケイ素（SiC）は 15cm 直径といった基
板の大口径化が図られているとともに、市販のダイオードやトランジスタも入手可能となるなど、
デバイス作製プロセス技術も着実に進歩している。本研究では SiC がダイヤモンドと同じワイド
バンドギャップ半導体であることから、SiC を母材とした SPS の探索を行った。 
 
【実験及び結果】試料には半絶縁性（SI）六方晶（4H）SiC 基板を用い、室温にて 2MeV のエネ
ルギーの電子線照射を 1x1013~1x1017/cm2 の範囲で照射し、照射後、Ar 中、30 分間の熱処理を行っ
た。室温又は低温におけるフォトルミネッセンス（PL）測定及び室温における共焦点蛍光顕微鏡
（CFM）を用いたアンチバンチング測定により SPS を探索した。 

Fig. 1 に 1x1017/cm2 電子線照射後に 300 oC で熱処理を行った試料の 80K でのフォトルミネッセ
ンス（PL）スペクトルを示す。850～950 nm 付近に Si 空孔が起因の V ラインと呼ばれる PL 発光
が[2]、650～700nm 付近に CSiVC起因の AB ラインと呼ばれる PL 発光が観測された[3]。AB ライ
ンの発光を有する欠陥中心に対して、CFM を用いて室温でアンチバンチグ測定を行った。その結
果、Fig. 2 に見られるように t=0ns 付近に急激な発光の低下がみられ、CSiVCが単一発光源として
振る舞うことが判明した。また、Steeds ら[3]は AB ラインを中性の CSiVCと報告したが、ab initio
計算を行ったところ、この波長領域に PL 発光を持つためには正に帯電している CSiVCである方が
妥当であるという結果を得た。 
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Fig. 1 PL spectra excited with 532 nm at 80 K for SI 
4H-SiC irradiated with 2MeV-electrons at 1x1017/cm2 
and subsequently annealed at 300 oC.  
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Fig. 2 Antibunching curves excited with 
532 nm at RT for SI 4H-SiC irradiated with 
2MeV-electrons at 1x1013/cm2 and 
subsequently annealed at 300 oC. Symbols 
and line represent experimental and fitting 
results, respectively. 
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